
分散型エレクトロ ・Jレミネセンス・ セルの

回路素子としての特性について

藤 田 宏

白1 the characteristicses of the Enamel Electroluminescence 

Cell and Plastic ones as circuit components 

Hiroshi. Fujita 

The author has measured the voltagEトcurrent characteristicses when throwing Iight on the 
Enamel Electroluminescence Cells and Plastic ones . 

From these results， the author has known these Cells have a photo-conductivity and negative 
variadle resistance ( or impedannce) characteristic�s. 

And these natures exist conspicuously on the Enamel Electroluminescβnce Cell  and small on 
the Plastic ones， and the greater the terminal voltage and illumination to the Cell ， the more 
conspicuous grows these natures. 

に直流電圧を加えて、 電圧を変化す る と、 ほ う ろ う 型
1. ま え が き E Lセルにおいては図ーし プ ラ ス チザ ク 型ELセノレ

分散エ レ ク ト ロ ・ ル ミ ネセ ンス ・ セル (以下、 E L においては図- 2 の よ う な電庄一電流特性を得 る 。 こ
セル と 略記す る 〉 を制御回路素子 と して使用する場合 れ ら の図か ら、 L 、ずれの場合 も電圧の上昇に伴なし 電
回路設計上、 その回路定数の性質を知 る こ と が重要 と 流培加の傾向が大 きくな る こ と がわか る 。
な るが、 筆者は こ の点に関 し、 ほ う ろ う 型E Lセル と
プ ラ ス チザ ク 型E Lセノレについて 回路素子 と して の特
性を検討 してみた。 その結果、 E Lセルは光導電性を
有 してお り 、 しか も 負性抵抗 ( ま たはイ ン ピ ー ダ ンス
〉 特性 も あわせ持ち、 プ ラ ス チ ザ ク 型E Lセノレにおい
て は、 こ れ らの性質は比較的小さ いが、 ほ う ろ う 型E
Lセルにおいては著 しく こ れ らの特性を有 してい る こ
と がわか っ た。

ま た、 こ れ らの特性は光を照射す る こ と に よ り 更に
著 しくな り 、 ま た、 電圧が高くな る ほ ど著 しくな る こ
と を知 っ た。

こ の こ と は、 E Lセノレの発光素子 と して の応用ばか
り でなく、 ノミ リ ス夕、 光導電性素子 と して特殊な応用
面の あ る こ と を示 して い る 。

ま た、 回路素子 と して使用す る場合、 両極関電圧、
分圧電圧等を含めて 回路設計をす る場合の資料 と して
参考にな る と 思われ る ので報告す る 。
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図-1 ほ う ろ う 型E Lセルの直流電圧電流特性
2. ELセルの直流電圧ー電流特性

E Lセルに任意の一定照度の光を照射 し、 E Lセノレ
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図-2 プ ラ ス チザ ク 型E Lセルの直流電圧
電流特性

ま た、 こ れ らの図か らF. Lセルは負性抵抗特性を有
してお り 、 しか も 照射光の照度が大 き い程その変化の
傾向が著 し く な る こ と がわか る 。 しか し阿型式のF. L
セルについて比較す る と 、 こ れ らの傾向は プ ラ ス チザ
ク 型F. Lセルにおいては比較的小さ く 、 電淵直自 体 も
小 さ い のに対 して 、 ほうろ う 型E Lセルにおいては著
し く 電圧変化に対す る電流増加量は非常に大きな も の
と な る 。 こ の こ と はF. Lセルの等価回路を抵抗 と 静電
容量の並列回路と して表現 した場合 (一般に並列回路
と して考え る 〕 、 E Lセルの回路定数が プ ラ ス チザク
E Lセルでは容量性 と な り 、 ほ う ろ う 型E Lセルでは
抵抗1生 と な る可能性を有 してい る 。 こ の こ と は後述の
交流電圧 一 電流特性か ら朗 らかにな る 。

ま た、 ほ う ろ う 型E Lセルの場合両極の極性に よ っ
て こ れ らの特性が異な り 、 ネ サ膜側をく+) と した場
合の方が著 し く な り 、 こ の極性によ る 特性の差異は照
射光の照度が大 きいほ ど大 き く な る こ と がわか る 。

3. ELセ11;の光導電性

E Lセルに任意の一定の直流電圧を加えて照度を変
化 して照度 一 電流特性を求め る と 、 ほ う ろ う 型E Lセ
ノレにおいては図- 3 、 プ ラ ス チザク 型E Lセルでは図
- 4 の よ う な結果を得た。

こ の場合 も 前述の場合 と 同様に、 プ ラ ス チ叩 ク 型E
Lセルでは比較的変化は小さ く 、 。-500 1 uxでは大
き く 変化す るがそれを超え る と飽和す る傾向を持 っ て
い る 。 こ れに対 して、 ほ う ろ う 型E Lセルで
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図」 ほ う ろ う 型E Lセルの光導電特性

程度の光に対す る 感度を持 っ て い る 。 この場合やはり
0-500 1ux の範囲では急激な変化を し、 それを超え
る と ゆ る く な る が、 プ ラ ス チ ? ク 型F. Lセルの よ う に
急激に飽和の傾向をた ど る こ と はない。 ま た 、 こ の傾
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図-4 プ ラ ス チザ ク 型E Lセノレの光導電特性



斜は両極電圧が大きい程大 と な り 、 電圧の上昇に と も
な っ てその傾斜は著 しく増加す る性質をもっ てい る こ
と がわか る 。 ま たプラ ス チ? ク 型ELセルの場合両極
の極性に よ る特性の差具は小さ いが、 ほ う ろ う 型E L
セルの場合その差異は大きく、 光導電特性もネ サ膜側
が ( + ) の場合に大きくあ らわれ る 。 こ の原因 と して
ネ サ膜 と E L層 と の境界面におけ る整流作用が考え ら
れ る が、 物性的研究の必要が あ る と 思われ る 。

ま た、 こ の差異は両極関電圧が高くな る ほ ど著 しく
な る こ と が認め られる 。

4. E Lセルの交流電庄一電流特性

商用周波数 (60o/s ) の交流電圧を加え て上述の場合
と 同様に電圧電流特性を求め る と 図- 5 、 図- 6 の よ
う にな る 。 国一 5 はほ う ろ う 型E Lセノレ、 図- 6 はプ
ラ ス チ ? ク 型E Lセノレの場合の特性を示 し て い る が 、
こ れ らの図か ら、 ほ う ろ う 型E Lセノレの場合は電圧ま
たは照射光の照度に よ っ てl電庄 一 電流特性は前述の場
合 と よく似た変化をす る が、 プ ラ ス チ ? ク 型E Lセノレ
においては こ れ らに よ る イ ン ピ ー ダ ンス変化量は小 さ
い こ と がわかる。 こ の こ と か ら、 ほ う ろ う 型では抵抗
性のイ ン ピ ー ダ ン ス と な り 照度、 電圧に よ る影響を大
きく う けて変化 し、 プ ラ ス チ ? ク 型E Lセノレの場合は
容量性イ ン ピ ーダンス と な る ためこれ ら の影響は微小
と な る こ と がわか る 。

また 、 交流を加えた場合の電流波形を18o/s� 1 Ko/s 
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図 6 プ ラ ス チ ッ ク 型E Lセルの交流電圧ー

電流特生

までの範囲で観測 したが、 整流特性は全く認め られな
か っ た 。 したが っ て 、 直流特性の場合に認め られ る 整
流特性は周波数の非常に小 さ な範囲において あ らわれ
る のであれ E L 中に含むかな り 長寿命の電子に よ る
も のではなし 、 か と 考え られる 。 こ の点に 関 し光照射に
よ る 電流の立上 り をみ る と かな り 遅い こ と か ら も 判断
でき る 。 こ の点に関 しては今後物性面か らみた理論的
研究が必要であ る と 考え る 。

5. ELセルの回路素子としての考察

以上か ら、 E Lセルは光導電性 と 負性抵抗 ( ま たは
負性 ・ イ ン ピ ーダンス 〕 特性を有 してお り 、 プ ラ ス チ
ッ ク 型E Lセルでは こ れ らの特性に よ る 電流変化量は
小 さ く、 主 と して容量成分が強いため容量性素子 と な
る が、 ほ う ろ う 型E Lセルにおいては抵抗値 自身 プ ラ
ス チ ヅ ク 型E Lセルに対 して非常に小 さ いため抵抗性
素子 と な る 。 ま た発光輝度は周知の よ う に プ ラ ス チ?
ク 型の方がほ う ろ う 型の も の の 2 倍程度の輝度を有 し
閉 る い 。

こ の よ う な性質から、 回路構成素子 と して使用す る
場合、 設計の安易さ か らみて プ ラ ス チ ? ク 型E L素子
の方が発光特性を応用す る のに便利であ る 。 こ れに対
し、 ほ う ろ う 型の場合E Lセルの南端にかか る電圧に
よ っ て 回路定数が著 しく変化す る ため E Lセルの発光
の点滅を応用す る場合他の 回路素子 と の分圧が非常に
めん ど う にな る 。 しか し、 ほ う ろ う 型E Lセノレは著し
い光導電性 と 負性抵抗 ( ま たは負性イ ン ピ ーダンス〉
特性を有 してい る こ と か ら発光素子 と して の応用 より
も む しろ こ れ ら の両性質を応用 した回路素子と しての
活用が期待でき る と 思 う 。
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6. む す び
以上か ら、 ELセノレを発光素子 と して使用する場合

プラ ス チ ッ ク 型ELセルの方が有利である こ と がわか
っ た。 また、 ほ う ろ う 型ELセノレにおいては著 しい光
導電性 と 負性抵抗 ( または負性イ ンピー ダγス 〉 特性
を有 して い る こ と が閉らかになっ たが、 ほ う ろ う 型B

Lセノレの これら の特性の応用について考えて みたし、 も

の と 思 う 。なお、 本資料は常 温における市販品の特性
について調べた も のであるが、 温度性性ついては今後

の研究課題 と したい。 また膜厚、 国合比などの構成状
態による特性の変化につい て も 今後研究したい と 考え
て いる。

(昭和41.10.30受付〉


